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Bugungi kunda elektrotexnika va elektronika sohasi rivojlanib borgani sari
yarimotkazgichli asboblarni yanada takomillashtirish, ularning tashqi ta’sirlarga
sezgirligi va turli maydonlarning ularning xarakteristikalariga ta’sirini o‘rganish
axamiyatli xisoblanadi. Bu ishda biz p-n o‘tishli diodning volt-amper xarakteristikalari
(VAX)ga magnit maydonning ta’sirini Ko‘rib chigamiz,

Ideal xolatda diodning volt amper xarakteristikasiga bazadagi garshilik va magnit

maydonini ta’sirini xisobga olganimizda quyidagicha formula xosil bo‘ladi
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bu yerda R,-baza garshiligi, R,-Xoll koeffitsienti, B-magnit maydon induksiyasi,
I- p-n o‘tish galinligi.
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1-rasm. p-n o‘tishli diodga turli magnit maydonlarning ta’sirini tajribada olingan

volt-amper xarakteristikasi
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2-rasm. p-n o‘tishga turli magnit maydonning tasiridagi nazariy xisoblangan volt-
amper xarakteristika

P-n o‘tishli diodga magnit maydonning ta’sirini tajribada ko‘rib, VAX lari
olingan. Ularni taxlil gilib, magnit maydonni oshib borishi bilan VAX larni
o‘zgarishini nazariy jihatdan xisoblab oldik.

1-rasmda diodga turli induksiyali magnit maydonlarni ta’sirini o‘rganishgan va
VAX lari olishgan. Bu grafiklarni tahlil qgilib biz ham o‘zimiz keltirgan formula
yordamida quyidagi grafiklarni maple dasturi yordamida oldik:

2-rasmda bizning keltirgan formulamiz (1) asosida olingan VAX keltirilgan.
VAX quyidagi giymatlarda olingan: R,=480 Om, T=300K, R,=1, 1=0.01 m,
B:=0T,B,=05T,Bs=1.1T,/,=107°.

3-rasmda tajribada olingan VAXiga bizning matematik model orgali olingan
VAXIlarni birgalikdagi keltirilgan. 1-2-rasmlarda ularni aloxida grafiklari keltirilgan.

Tajriba natijalari bilan nazariy xisoblashlar natijasini solishtirish orgali magnit maydon
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asosan p-n o‘tishning qarshiligiga va potensial to‘siq balandligiga ta’sir qiladi deyish
mumkin.

Bu xulosaga magnit maydon ortib borgani sari grafik katta kuchlanishlar tomon
siljib ketganligidan ham kelish mumkin. Shuning uchun nazriy xisoblashlarda (1)
formulaning qarshiligi va potensialiga qo‘shimchalar qo‘shilgan. Mana shu

go‘shimchalar orgali olingan (1) formula yordamida maple dasturida 2-rasmdagi VAX
hosil bo‘ldi.
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3-rasm. Nazariya va eksperiment natijalarini ustma-ustligi.

Grafikdan ko‘rinadiki magnit maydonning ortishi p-n o‘tishning garshiligini va
potensialini orttirar ekan. 3-rasmdagi tajriba va nazriy olingan VAXIlarni solishtirish
orgali ularning ganchalik mos ekanligini ko‘rish mumkin. Demak nazariy

xisoblashlarda foydalanilgan formula ma’lum darajada tog‘ri ekanligini ko‘rsatadi.
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